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ABSTRACTED-PUB-NO: FR 2510307A 
BASIC-ABSTRACT: 

The devices include a semiconductor substrate contg. a circuit element and 
covered with an insulating film (a) on which is a conductor pad (b) made of Al 
contg. a metal (bl) with a tendency to ionise. Pad (b) is connected by an Al 
wire contg. metal (bl) to a pad (c) on a conductor (d). A film of alumina (e) 
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is formed simultaneously on the wire, and also on that part of pad (b) which is 
exposed to the external atmos. 

Metal (bl) is pref. copper. One pref. device used a substrate covered with an 
insulating layer (a) on which several pads (b) are located, each with an Al 
connector wire joining pads (b) to pads (c) on conductors (d), which are 
maintained at the same voltage; and the alumina film (e) is formed on all the 
pads (b) and wires. The substrate and part of conductors (d) are then 
encapsulated in a resin. 

ABSTRACTED-PUB-NO: GB 2105107B 
EQUIVALENT-ABSTRACTS: 

A semiconductor device comprising: a semiconductor substrate having a plurality 
of bonding pads disposed on an insulating film and made of an aluminum material 
containing a metal additive having an ionization tendency; a plurality of leads 
disposed in the vicinity of the semiconductor substrate; a plurality of bonding 
wires made of an aluminum material, each having one end connected with a 
corresponding bonding pad and the other end connected with a corresponding 
lead, the aluminum material of the bonding wires containing the same additive 
as the aluminum material of the bonding pad; and aluminum oxide films formed on 
the surfaces of the bonding wires and formed on the surfaces of the bonding 
pads which are exposed outwardly of the portions thereof which are connected to 
the corresponding bonding wire. 

GB 2134709B 

A semiconductor device comprising: a first conducting layer formed on a first ' 
insulating film over a semiconductor substrate; a second insulating film formed 
on the first conducting layer having a contact hole exposing a portion of the 
first conducting layer to the outside; a second conducting layer made of 
aluminum and formed on the second insulating film and to cover that portion of 
the first conducting layer which is exposed through the contact hole to the 
outside; a bonding wire so connected with the second conducting layer as to 
cover the contact hole; and a film made of an aluminum oxide and formed on the 
surface portion of the second conducting layer, other than the surface portion 
thereof with which the bonding wire is connected. o 

GB 2135121B 

A semiconductor device comprising an aluminium layer formed on a first 
insulating film over a semiconductor substrate; a film of an aluminium oxide 
formed on the surface of the aluminium layer; a second insulating film formed 
on the aluminium oxide film; a hole so formed in the oxide film and in the 
second insulating film as to expose a portion of the aluminium layer, which 
forms a bonding pad, to the outside; a bonding wire having a connected portion 
connected with the aluminium layer which is exposed through the hole- and an 
aluminium oxide film formed on that surface portion of the aluminium layer 
which is exposed through the hole around the connected portion of said bonding 
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La presente invention concerne un dispositif a 
semiconducteurs et un precede de fabrication de ce der- 
ail « K???T e PlUS — amelioration 
de la f iabilite grace a mise en oeuvre de contre-mesures 
s'opposant a 1'huraidite. 

L'un des modes principaux de defaillance d'un dis- 
positif a semiconducteurs est une defaillance provoquee 
par I'humidite. cette defaillance provoquee par I'humidite 
est produite par la corrosion de 1'aluminium (Al) dans 
le dispositif a semiconducteurs. Comme cela est Men connu 
dans la technique, 1'aluminium est tres largement utilise 
en tant que materiau constitutif des dispositif s a semicon^ 
ducteurs etant donne gu'on pent bien le travailler et qu'il 
est peu eouteux. De facon specific^, 1 -aluminium est uti- 
lise dans une puce ou microplaquette a semiconducteurs sous 
la forme d'un cablage, d'un plot ou d'un emplacement de 
liaison ou de soudure et d'un fll de liaison servant a re- 
lier electriquement le plot de liaison et une borne de 
raccordement. L ' aluminium ainsi utilise est susceptible de 
se corroder lorsqu'il est en contact avec une humidity 
ayant penetre a 1'interieur d'un boitier ou d'un assembla- 
ge. Cette corrosion est plus susceptible de se produire en 
particulier s'il extste des ions tels que Ba+ ou CI- ou 
bien des taches au voisinage de 1 'aluminium ou bien si une 
tension est appliquee pour polariser une couche d 'aluminium. 

Dans la technique, differentes methodes ont 6t£ 
proposeesen vue d'empecher une telle defaillance par 
presence d'humidit6. Selon 1' une des methodes connues, 
compte tenu du fait qu'un oxyde d'aluminium (Al 9 O r ) posse- 
de une excellente resistance a la Corrosion, la surface de 
1 'aluminium est oxydee et forme une pellicule d'oxyde d' 
aluminium, si bien que 1 'aluminium est protege de toute 
corrosion par cette pellicule d'oxyde resistante a la 
corrosion. Dans la demande de brevet japonais publiee 
sous le N« 52-117551, par exemple, se trouve decrit le 
fait que les surfaces d'un fil de liaison et d'un plot 
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de liaison, constitues en aluminium, sont oxydees avec for- 
mation de pellicules d'oxyde. b 'autre part on trouve dans 
la demande de brevet japonais publiee sous le N° 51-9470, 
l 1 indication du fait que la surface d'un c&blage en alumi- 
5 nium h l'interieur d'ummicroplaquette est oxydde de ma- 
nlere k former une pellicule d'oxyde. 

Aussl excellente que soit la resistance de la pel- 
licule d'oxyde d v aluminium 5 la corrosion, il n'y a ce- 
pendant aucun article existant,dans lequel les surfaces 

10 d'un plot de liaison en aluminium et d'un fil de liaison 
devant etre raccorde au plot de liaison sont oxydees de 
maniere & former des pellicules d'oxyde. La prevention de 
la d£ fail lance due h I'humidite depend plut8t de l'etan- 
ch€it£ d'un bolt ier au gas, ou de l 1 utilisation d'un ma- 

15 teriau en forme de resine. Le fait de ne pas utlliser la 
pellicule d'oxyde d' aluminium h. la surface de I 9 aluminium 
en vue de prdvenir une def alliance due k 1 'humidite dans 
la technique ant£rieure, comme cela vient d'§tre decrit, 
est base sur le fait que la m£thode utilis^e dans I 1 art 

20 anterieur n'a pas permis de former, d'une maniere satis- 
faisante, la pellicule d'oxyde d' aluminium. De fagon plus 
specif ique la methode de l'art anterieur n'a pas permis 1 
de former de fagon efficace une pellicule d'oxyde d'alu- 
minium poss£dant une epaisseur uni forme et une resistance 

25 excellente h la corrosion. Ce phenamene n*a pas ete expli— 
cite et a ete la cause de probiemes importants. 

En outre la realisation de l'art anterieur pose 
un probleme dans le fait que le cSblage se rompt freque- 
ment au niveau de la partie du plot de liaison de sor- 

30 te que 1'on ne peut pas avoir une connexion excellente. 
Cecl est dO au fait que, lorsque la surface exposee ou 
h. nu du plot de liaison doit @tre oxydee en vue de former 
la pellicule d'oxyde d* aluminium, la region oxydee n'est 
pas limitee s implement h ladite partie de surface, mais 

35 atteint une partie prof onde & l'interieur de la couche d' 
aluminium , ce qui entraine une deterioration de la con- 
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iTZcT?. ^ r Che * * liaison et 

la couche d 'aluminium du cablage. 

La /^ ali8atlonael, art anUrleur pose un autre - 
5 ^ • d3nt ^ 16 fait gUe la a la cor- 

est 2 T ^ an ' 11 ° r€e d,Une faC ° n ^-te. CeJ 
"le pell^ ^ T ^ d ' a1 ^^ 3itue au-dessous 

d une pellicule de passivation finale se oorrode sous !■ 

folT T a ***** a ■*«— » ^ fissure 

• formee dans la pellicule de passivation finale. 

C'est pourguoi un but essentiel de la presente 
invention est de fournir un dispositif a semiconducteurs 

P^TL f r ie ' ^ ^ C ° UChe ^ fluent r 

nrot ! ° n ^ aWnlam et ^ liaison sent 

proteges oontre toute corrosion par 1-action de peiu- 
cules d'oxyde d 'aluminium formees sur les surfaces de la 
couche de cablage et du fil de liaison. 

. . Un autre but de la presente invention est de four- 

TuJl ^ f0rnatl ° n Louies d'oxyde d'alumi- 

et" fil 1 uT^ ^ ^ li3iSOn ****** - 
ILT* I ! constitue en aluminium et relie au 

plot de liaison. 

Afin d'atteindre les objectifs de la presente 
invention et selon un aspect de cette demiere, l e mate- 
riau constituant le plot de liaison et le materiau cons- 
tituant le fil de liaison sent des materiaux a base rf'a- 
luminium contenant des additifs et possedant une tendan- 
ce identique a I'ionisation. 

En outre, selon une autre caracteristique de la 
presente invention, lorsgue la partie de surface du plot 
de liaison en aluminium, qui n-est-pas recouverte par une 
pellicule de passivation finale, et la surface du fil de 
liaison en aluminium doivent etre oxydees au vue d'abou- 
tir a la formation de pellicules d'oxyde d'aluminium, ces 
oxydations sont effectuees en court-circuitant les con- 
ducteurs qui sont raccordes aux fils respectifs de liaison. 
Conformant a une autre caracteristique de l'in- 
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vention, le plot de liaison est en outre constitud de 
deux couches d J aluminium, & savoir une couche sup6r leu- 
re et une couche infdrieure, parmi lesguelles la couche . 
infdrieure d 1 aluminium constitue la couche de cflblage re- 
live au plot de liaison , tandis que la couche sup£rieure 
en aluminium forme une partie de liaison, et le fil de 
liaison en aluminium est reli£ a la partie empilfe, dans 
laquelle ces deux couches d'aluminium sont raccorddes. 

De plus, selon un >autre aspect de la pr£sente in- 
vention, il est prdvu deux pellicules d'oxyde d 1 aluminium 
dont l»une est formde par oxydation k la surface de la 
couche d 1 aluminium situ£e au-dessous de la pellicule de 
passivation finale .et dont 1" autre est form£e par oxyda- 
tion k la fois sur une partie de surface du plot de liai- 
son en aluminium , qui n'est pas recouverte par la pellicu- 
le de passivation finale, et sur la surface du fil de 
liaison en aluminium. 

Par consequent la prdsente invention est apte 
a amgliorer de fagon remarquable la fiabilitd d'un dls- 
positif k semiconducteurs, en particulier d'un dlsposi- 
tif k semiconducteurs du type mould dans de la rdsine. 

D'autres caract€ristlques et avantages de la pr£- 
sente invention ressortiront de la description donnde ci- 
aprfes prise en r£f£rence aux desslns annexes, sur les- 
quels: 

La figure 1 reprdsente une vue en coupe montrant 
une partie d r un produit fini d»un dispositif k semicon- 
ducteurs conforme k la prdsente invention; 

la figure 2 reprdsente une vue en plan, k plus 
grande dchelle, montrant schdmatiqtiement un plot de iiai- 
son du dispositif k semiconducteurs de la figure 1 ; et 

les figures 3A & 3F f la figure 4 et la figure 5 
sont des vues illustrant le processus de fabrication du 
dispositif k semiconducteurs de la figure 1. 

La figure 1 est une vue en coupe montrant sch£ma- 
tiquement une forme de realisation de la prdsente inven- 
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tion. Cette forme de realisation fournit one structure 
dans laquelle la presente invention est appliquee a un 
dispositlf a semiconducteurs du type moule dans la resine. 
Ce dispositif a semiconduoteurs est moule dans son ensem- 
ble dans une resine 31, hormis une partie d'un conducteur 
4 qui constitue une borne exterieure du dispositif. On 
notera que 1'on n'a pas represente sur la figure 1 la par- 
tie de gauche de la vue en coupe du dispositif a semicon- 
ducteurs . 

Le chiffre de reference 1 designe un substrat se- 
miconducteur en silicium. Dans ce substrat 1 se trouve 
forme un element semiconducteur tel que represente sur la 
figure 3A r De facon plus specifigue, sur le substrat 1 se 
trouve formee une premiere couche d' aluminium 6, qui est 
situee sur une premiere pellicule isolante inter-couches 
5, constitute en Si0 2 . Cette couche d» aluminium 6 cons- 
titue a la fois une partie d'un plot de liaison ou d' as- 
semblage 28 d'une structure empilee conforme a la presen- 
te invention et d'une couche de cablage inferieure ser- 
vant a raccorder le plot de liaison 28 et une autre par- 
tie (par exemple une couche d' aluminium 81). Sur cette 
couche d' aluminium 6 se trouve formee une seconde pelli- 
cule isolante inter-couches 7 en Si0 2 , sur laquelle sent 
realisees des secondes couches d' aluminium 80 et 81. Ces 
couches d' aluminium sont constitutes par de lAaluminium 
contenant 1 % de silicium (Si) et 1 % de cuivre (Cu) . 

Ces couches d 'aluminum constituent la couche de 
cablage superieure 81 et la partie de liaison .80 qui 
constitue une partie du plot de liaison 28 possedant la 
structure empilee conforme a la presente invention. Gra- 
ce a la structure empilee du plot de liaison 28 consti- 
tue de la couche d' aluminium 6 mentionnee prectdemment 
et de la partie de liaison 80, il est possible d'empe- 
cher la rupture qui pourrait, sinon,se produire au niveau 
de la partie du plot de liaison pendant l'oxydation ulte- 
rieure de 1 'aluminium servant a realiser une pellicule 



2510307 



10 



15 



d'oxyde d' aluminium 12. 

Le silicium additionnel est ajoute de maniere a 
emp&cher que 1 'aluminium fasse 1'objet d'une diffusion 
ou d'une reaction reciprogue, sous l'effet d'un traite- 
ment thermique, au niveau d'une zone dans laquelle 11 
contacte une region semiconductrlce constituaht une jonc- 
tlon mince, ce qui provoquerait une rupture de la jonc- 
tion. D' autre part le cuivre est ajoute de maniere a em- 
pScher que le cablage en aluminium ne soit rompu par le 
phenomene de l'electromigration. Les references 90 et 91 
designent des pellicules d'oxyde d 'aluminium, formees 
sur la face superieure et sur le c6te" de la partie de liaison 
80 et a la partie superieure et sur le cdt<§ (c'est-a-di- 
re les parties qui ne sont pas en contact avec la pelli- 
cule isolante inter-couches 5) de la couche de cablage 
en aluminium 81, et qui sontjpreparees respectivement par 
oxydation des surfaces de la partie de liaison 81 et de 
la couche de cablage en aluminium 81. Les pellicules d* 
oxyde d' aluminium alnsi formees sont constitutes princl- 
palement par du A1 2 0 3 . Les pellicules d'oxyde d' alumi- 
nium 90 et 91 sont disposees au-dessous de la pellicule 
de passivation finale decrite plus loin , de sorte qu * 
elles agissent a la maniere de pellicules protectrices 
en empechant la couche d' aluminium 81 d'gtre corrodte, 
25 et ont une action efficace pour empScher la corrosion 
en particulier dans le cas ou une fissure ou analogue 
est formee dans la pellicule de passivation finale. 

L' ensemble de la surface de la microplaquette, 
hormis le plot de liaison 28, est reconvert par la pel- 
licule de passivation finale 27, qui est constitute par 
une pellicule de verre aiKphosphosilicates (c'est-a-dire 
une pellicule de psg) . 

La structure, que l'on vient de dScrire, est 
soudee sous pression a un conducteur en forme de lan- 
guette 2 au moyen d'un eutectique or-silicium 3. Le 
conducteur en forme de languette 3 fait partie du cadre 



20 



30 



35 



2510307 



25 



30 



35 



•m. !.„ „ seg ££r: phos£ *° re ° i " 

a-alo.^ „ aapoea. „ 1, ~ S«"ouo. 

one extrcSmita est rellfe „, . , 28 et tont 

2. et act i.«t»^L£ s T 9e ™ Pl< * * " alBM 

que, conformement a la «ws=a> a. , culvre * c est-a-dire, 

-•cuienx: a j.a presente Invention rm «**t 
Pour constituer le £11 a* » a venr:LOn » °» utilise 

- te.ae.ee * ^J"^ 
tie de liaison 80. 1 de la par " 

Vautenr de la presente invention a *t*MA , 
causes a«» ^,,1, . uon a etudxe les 

8 ae oeraillance de maniere a fo™^ ar^.. 

— peuicuie a -o^ae a ..iJZ. r aH«Lf ^^° e ° ent 

1. corrode et poeeea^t ee. e^sseTZV ^ * 

r^? ^ rrir ae 8 ^ 
.r^::rjee 1 rT t i mat<ria '' ■ —"S— 

.lt-iJ « naniere a former une -pellicle d'oxyde d» 
aluminium. On s'est egalement apercu a i» 7a. . 
recherches, que l'une a.*., « I U±te de ces 

cet^ «s la aUSSS de 1,6 tablissement de 

existant entre le materiau de la couche a e n*n 

minium constituant le plot d e i < 396 6n alU - 

«1 en aluminium. ? llaXS ° n et 16 ****** * 
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Habituellement on ajoute du silicium et du cui- 
vre h. la couche de cfiblage en aluminium, alors qu'on 
ajoute du silicium et du magnesium au fil d* aluminium. 
Conform&nent aux differences des materiaux et des quanti- 
5 tes de dif f erents additif s poss£dant des tendances dif- 
f erentes 4 l'ionisation et qui sont ajout£s & 1* aluminium, 
hormis le silicium, il s v £tablit une difference de la ten- 
dance 4 l'ionisation entre la couche de cllblage en alumi- 
nium et le fil d 1 aluminium. 

10 par e&emple 4 la couche de cdblage en aluminium 

on ajoute du cuivxe (Cu) afin d'empecher l'dlectromigra- 
tion dans ce dernier. D' autre part on ajoute du magnesium 
{Mg) au fil d v aluminium pour obtenir une excellente dure- 
t£ (en particulier pendant la phase de 1 'operation de liai- 

15 son ou de soudage) . Dans ce cas, conformement aux expe- 
riences effectuees par l'auteur de la presente invention, 
la Vitesse d'oxydation de la couche de cSblage en alumi- 
nium est sensiblement egale 4 celle de 1* aluminium pur, 
tandis que la Vitesse d'oxydation du fil d 9 aluminium est 

20 nettement supdrieure h celle de 1' aluminium pur, de sor- 
te qu'on realise une pellicule d'oxyde d' aluminium plus 
epaisse que la partle de la couche de cdblage. Ceci s v 
est aver£ Stre dfc en partie au fait qu f il s*e*tablit de 
f agon equivalente une pile locale constitute par l'humi- 

25 dite" et par les deux substances posseclant des tendances 
differentes h l'ionisation, et en partie dft au fait que 
les tendances & l'ionisation de 1' aluminium et des addl- 
tifs sont exprimees par les inegalites Mg > Al > Cu. De 
fagon specif ique la reaction entre l'humidite' et I'alumi- 

30 nium est favorisee par 1' action catalytique du magnesium 
posseclant une tendance h. l'ionisation, superieure^ celle 
de l 1 aluminium, de sorte qu'il se forme un oxyde d' alumi- 
nium stable. Au contraire, £tant donn6 que le cuivre pos- 
sede une tendance a l'ionisation plus faible que 1'alumi- 

•v 

35 nium # 1' action catalytique deprite ci-dessus ne se pro- 
duit pas, de sorte que la vitesse d'oxydation de I'alu- 
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minium devient sensiblement egale a celle de I'aluminium 
pur. En outre cette difference des vitesses d'oxydation 
est accrue de facon supplemental^ par le fait que le de- 
placement des electrons pendant l'oxydation est limitd 
par la reaction de pile locale mentionnee precedemment. 

La presente invention a 6te concue sur la base 
des recherches mentionnees pr^c4demment et effectuees 
par l'auteur de la presente invention. Conformement h la 
presente invention, en realisant la couche de cablage 
en aluminium constituant le plot de liaison et le fil d" 
aluminium avec des materiaux possedant une tendance iden- 
tique a 1 Ionisation, il est possible d'empecher l'appa- 
rition d'une reaction de pile locale, qui, sinon, pour- 
rait etre provoquee par la difference ehtre les tendances 
a 1 • ionisation de la couche de cablage en aluminium et 
du fil d' aluminium. Grace a cette protection, les viter- 
ses de croissancedes pelliciiles d'oxyde devant etre for- 
mees sur les surfaces des deux elements peuvent etre ren- 
dues identigues de sorte que 1' on peut obtenir une epais- 
seur identique. En outre, 6tant donn«5 que les oxydations 
s'effectueht de facon uniforme a une Vitesse identique 
sur 1» ensemble des surfaces, il est possible d' obtenir 
des pellicules d'oxyde. d' aluminium possedant une excel- 
lente qualite. En outre 6tant donne que l'on peut obte- 
nir une gpaisseur uniforme, contrairement a ce qui se 
passait dans l'art anterleur, on supprime 1 • inconvenient 
selon lequel l'une des pellicules d'oxyde peut possdder 
une epaisseur superieure a l'epaisseur requise pour main- 
tenir l'epaisseur necessaire, de sorte que la formation 
des pellicules d'oxyde peut etre realisee de fagon effi- 



Les effets resultants, que l'on vient de decrire, 
ne sont pas limites au cas de l'adjonction de cuivre a la 
region d'aluminium. De facon plus specifique, dans le cas. 
35 ou l'on utilise une substance possedant une tendance a 1' 
ionisation en tant qu'additif soit dans le plot de liaison 
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en aluminium, soit dans le fil de liaison, on peut obtenir 
les effets mentionnes ci-dessus conformdment a la presen- 
te invention, si l»on ajoute la meme substance a l'autre 
element, quel que soit l'additif. Dans ce cas, il est 
souhaitable que les quantites d'additif soit apportees 
en des proportions aussi identiques que possible. 

Eventuellement on peut rdgler la durete du fil 
d« aluminium, qui peut augmenter lors de la phase de fi- 
xation ou de liaison, en lui donnant une valeur appro- 
priee pour 1 'operation de liaison et de fixation, en 
lui ajoutant du silicium et du cuivre. 

On forme les pellicules d'oxyde d'aluminium 12 
et 13 de manifere a recouvrir les surfaces de la partie 
de liaison 80 et du fil de liaison 10 .de la structure 
15 ainsi relive par fil ou connexion. Les deux pellicules 
d'oxyde d'aluminium sont form<Ses par oxydation des sur- 
faces des regions d'aluminium qu'elles recouvrent, et 
sont constitutes principalement par du A1 2 0 3 . Les pelli- 
cules d'oxyde d'aluminium sont ainsi formees de maniere 
a etre f usionnees sous la forme d'une pellicule d'un 
seul tenant. Par suite de la formation des pellicules 
d'oxyde d'aluminium de la maniere que l'on vient de de- 
crire, le fil de liaison 10 et la partie de liaison 80 
peuvent etre proteges de la corrosion, en ayant leurs 
resistances a l'humidite accrues de facon remarquable. 
D* autre part les chiffres de reference 12, 13 et 14 
designent des pellicules d'oxyde d'aluminium, qui fu- 
sionnent pour former une couche d'un seul tenant et qui 
sont obtenues au moyen d'une oxydation simultanee de 
la partie de liaison 80, du fil de liaison 10 et de la 
pellicule d'aluminium 11 deposee en phase vapeur. 

ConfornuSment a la presente invention, on forme 
h la fois les pellicules d'oxyde d'aluminium 90 et 91, 
qui recouvrent la couche de cablage superieure d'alumi- 
nium situee au-dessous de la pellicule de passivation 
finale, et les pellicules d'oxyde d'aluminium 12 et 13 



35 



2510307 



{et 14) qui recouvrent la pellicule d 9 aluminium et le plot 
de liaison (ainsi que la pellicule d 9 aluminium deposee en 
phase vapeur) . En. outre le pellicules d'oxyde d 9 aluminium 
12 et 90 sont formees de maniere h fusionner en une pelli- 
5 cule d f un seul tenant au niveau de la partie de liaison 
80. 

Par consequent, conformement h la presente inven- 
tion, 1' aluminium peut etre protege* de toute corrosion pro- 
duite par des actions conjointes entre l 9 humiditd, qui 

10 penetre depuis L'exterieur du circuit int£gr€ soit dans 
la rdsine 31 elle-meme, soit & travers le jeu existant 
entre la resine 31 et le conducteur 4, et les ions d 9 
impuretes contenues.En outre, par suite de la presence des 
pellicules d 9 oxyde d 9 aluminium 12, 13 et 14, la partie 

15 de liaison 80, le conducteur en aluminium 10 et la pelli- 
cule d 9 aluminium 11 deposee en phase vapeur, recouverte 
par ledit fil, doivent etre proteges contre toute corro- 
sion. En outre, 6tant donne* que ces pellicules d f oxyde d 9 
aluminium sont fusionnees, la corrosion ne se propage pas 

20 k partir des zones limites entre les trois regions men-.: 
tionnees precddemment. D 9 autre part, meme si une fissure 
etait formee dans la pellicule de passivation finale 27 
par suite a 9 une contrainte de moulage, due h de3 reac- 
tions de pontage de la region, ou bien & des contraintes 

25 de contraction dues h la difference des coefficients de 
dilatation thermique des regions respectives ou & diver- 
ses autres contraintes mecaniques, la corrosion de la 
couche de c&blage en aluminium super ieure 81 est empe-* 
chee par la pellicule d'oxyde d 9 aluminium 91. De plus, 

30 £tant donne* que les pellicules d 9 oxyde d 9 aluminium 12 et 
90 sont formees de maniere 4 etre fusionnees l 9 une 
avec I- 9 autre, la corrosion ne peut pas se propager 4 
travers le jeu entre la partie d 9 extremity de la pelli- 
cule de passivation finale 27 et la partie de liaison 

35 80. 

La figure 2 represente une vue en plan schemati- 
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que montrant le plot de liaison oxydd 28 de la figure 1. 
Sur la m&me figure, la pellicule d'oxyde d^luminium 12 
ou 13 a 6t6 retiree de fagon approprlde en vue de montrer 
la region d f aluminium sous-jacente 80 ou 10. 
5 La premiere couche d' aluminium 6, qui constitue 

le plot de liaison 28 de la structure erapilSe, telle 
qu'lndiqud par des llgnes en trait mixte du type un trait- 
un point, et la partie de liaison 80, qui constitue la 
seconde couche d f aluminium, telle qu • indiqufie par des li- 

10 gnes en traits mixtes du type un trait-deux points- un 
trait , sont en contact r£ciproque direct par I'intermS- 
diaire d f un trou de contact 32 qui est ouvert, comme in- 
diqud par des lignes form^es de traits interrompus, 
dans la pellicule isolante inter-couches (non repr£sen- 

15 t6e form£e entre le plot de liaison et la partie de liai- 
son. C*est-a-dire que, dans le trou de contact 32, le 
plot de liaison 28 est constituS par la structure empilde 
dans laquelle la premiere couche 6 et la second* couche 80 
en aluminium sont en contact direct. La phase de liaison 

20 avec le fil est r£alis£e de maniSre h recouvrir la partie 
de cette structure empil£e, c'est-i-dire le trou de con- 
tact 32. De fagon specif ique la phase de liaison ou de 
fixation du fil est r€alis£e de telle manifere que la re- 
gion de liaison, dans laquelle le fil d f aluminium 10 et 

25 la partie de liaison 80 sont en contact, recouvre complfe- 
tement le trou de contact 32, comme cela est indiquS par 
les lignes 33 fornixes de tirets sur la figure 2. 

Par consequent il est possible d'emp&cher totale- 
ment, au niveau du plot de liaison, une rupture pouvant, 

30 sinon, intervenir lorsque la pellicule d f oxyde d'alumi- 
nium 12 doit &tre fonnde par oxydation de la partie de 
liaison 80. Cette pellicule d'oxyde d' aluminium 12 est 
forage sur toutesles regions, hormis la partie recouverte 
par la pellicule de verre aux phosphosilicates 27 et la 

35 region de liaison 33 (qui est recouverte par le fil d f 
aluminium 10) , mais pas sur la partie recouvrant le trou 
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de contact 32. II en rtsulte que, m&ne si la partie de liai 
son 80 est entierement oxydte a partir de la surf ace en di- 
rection de la base en permettant de ce fait a la pellicule 
d'oxyde d' aluminium 12 d'atteindre la pellicule isolante 
inter-couches sous-jacente 7, la connexion electrique est 
maintenue a un niveau excellent par la structure empilte 
au niveau du trou de contact 32. La partie de liaison si- 
tuee dans la region de liaison 33, qui est recouverte par 
le fil d'alumlnium 10, n'est pas oxydee ttant donne qu- 
elle n'est pas exposee a l'humiditt dans une atmosphere 
oxydante. II en resulte que la connexion entre la partie 
de liaison 80 et la couche d'aluminium sous-jacente 6 a 
travers. le trou de contact 32 peut Stre maintenue a un 
excellent niveau. 

Les figures 3A a 3P, la figure 4 et la figure 5 
lllustrent un processus de fabrication du dispositif a 
semiconducteurs de la presente invention. 

Sur le substrat semiconducteur en silicium de 
type P 1,on forme, selon le processus bien cOnnu, un ele- 
ment semiconducteur qui est represent^ sur la figure 3A 
par exemple. Cet element semiconducteur est un transistor 
bipolaire de type npn , qui possede une region de collec- 
teur constitute par une couche enterree ou ensevelie de 
type 15 avec une couche epitaxiale de type K + 17, une 
region de base constitute par une region de type P 19 et 
une region d'emetteur constitute par une region de type 
N 20.Afin d'isoler ce transistor bipolaire d'un autre 
element semiconducteur, on forme a la fois une pellicule 
d'oxyde de champ 18, qui est constitute par dii Sio,, et 
un dispositif d 'arret de canal de type P + 16 qui est situt 
au-dessous de la pellicule prtctdente. Ce dispositif d' 
arret de canal de typeP + 16 et la couche ensevelie de ty- 
pe N sont formts au moyen de 1' Implantation d'ions ou 
d'un proctdt analogue avant la formation de la couche 
epitaxiale 17. D'autre part la pellicule d'oxyde de champ 
18 est formte par oxydation locale de la couche tpitaxiale 
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17. 

Une fois realisee la formation de 1' element semi- 
conducteur que l'on vient de decrire, on depose sur 1 'en- 
semble de la surface du substrat une pellicule de SiO- 5 
servant de premiere pellicule isolante inter-couches, au 
moyen du depot chlmique en phase vapeur. Ensuite, on ou- 
vre des trous de contact 23 t 22 et 21 destines a corres- 
pondre respectivement aux regions du collecteur, de la 
base et de l'emetteur. 

Ensuite, comme represents sur la figure 3B, on 
depose une premiere couche de cablage. On forme sur l» 
ensemble de la surface de la pellicule de Si0 2 5 une 
premiere couche d' aluminium possedant une epaisseur de 
2 microns par evaporation sous-vide. En outre on struc- 
ture cette couche d' aluminium de maniere qu'elle posse- 
de la forme desiree afin de realiser la couche d» alumi- 
nium 6 constituant une partie du plot de liaison 28 de 
la structure empilee et fournissant un cablage de rac- 
cordement entre le plot de liaison 28 et une autre re- 
gion situee dans la microplaquette. De plus, en meme 
temps que cette operation, on forme des couches de ca- 
blage en aluminium 24, 25 et 26 en vue de raccorder les 
regions semiconduc trices respectives. Comme cela est 
represents sur la figure 3C, on forme une seconde couche 
25 de cablage et la partie de liaison 80 du plot de liaison 
28. On forme la pellicule de SiOj 7 en tant que seconde 
pellicule isolante inter-couches sur 1 'ensemble de la 
surface, en utiliaant le precede de depot chimique en 
phase vapeur. Ensuite on ouvre le trou de contact ser- 
vant au raccordement des couches de cablage et le trou 
de contact 32 servant a realiser le plot de liaison 28 
a l'interieur de la structure empilee. A la suite de 
cela, oh depose sur 1' ensemble de la surface, par eva- 
poration sous vide, une couche d» aluminium possSdant 
35 une epaisseur de 4 microns et contenant 1 % de silicium 
et 1 % de cuivre. Puis on structure cette couche pour 
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lui donner une forme desiree af in de realiser la partie 
de liaison 80 du plot de liaison 28 de la structure em- 
pilee. En ra&ne temps que cette operation, on forme la 
seconde couche de cablage 81. 
5 Ensuite, comme cela est represents sur la figure 

3D, on effectue une premiere oxydation de 1 •aluminium de 
maniere a former les pellicules d'oxyde d'aluminium 90 
et 91. En placant la pastille ehtierement dans une at- 
mosphere a une temperature de 120°C et sous une pression 
10 de vapeur de 2.l0 5 Pa pendant 10 minutes, on oxyde les 
surfaces nues de la couche de cablage en aluminium struc- 
tured 81 et de la partie de liaison 80. Les pellicules 
d'oxyde d'aluminium 90 et 91 sont realisees Sous l'effet 
de ces oxydations. Ces pellicules d'oxyde d» aluminium 
sont constitutes principalement par du A1 2 0 3 . Les pelli- 
cules d'oxyde d'aluminium sont disposes au-dessous d' 
une pellicule de passivation finale devant Stre formee" 
ulterieurement et agissent en tant que pellicules protec- 
trices destinees a empecher une corrosion des couches d' 
aluminium 80 et 81, de sorte que ces pellicules fournis- 
sent une protection efficace contre la corrosion, en par- 
tlculier dans le cas ou une fissure est formee dans la 
pellicule de passivation finale. 

Cl-apres, comme cela est represents sur la figu- 
re 3E, la pellicule de verre aux phosphosilicates 27 est 
formee en tant que pellicule de passivation finale sur 
1' ensemble de la surface de la pastille au moyen du de- 
pot chlmique en phase vapeur, et ce sur une epaisseur 
de 800 nanometres. En outre a la fois les pellicules d' 
30 oxyde d'aluminium 90 et la pellicule 27 de verre aux 
phosphosilicates sur la partie de liaison 80 sont reti- 
rees en utilisant le procede de corrosion par voie se- 
che, telle que par exemple le procedt d'attaque plasma- 
tique, de maniere a mettre a nu la surface d'aluminium 
35 de la partie de liaison 81. 

On dScoupe la pastille ainsi recouverte de la 
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pellicule de passivation finale pour l'amener sous la for- 
me de pastilles elementaires separees, qui sont ensuite 
soudees par compression au conducteur en forme de languet- 
te sur le cadre de montage. 

5 Les deux extremity du fil d •aluminium 10 sont 

soudees au plot de liaison sur la pastille elementaire 
et au conducteur de raccordement exterieur du cadre 
de montage, ce fil d •aluminium possede un diametre de 
30 microns et est constitue par de l'aluminium contenant 
10 1 % de silicium et 1 % de cuivre. Le materiau utilise 

pour constituer ce fil d'aluminium possede la meme tendan- 
ce a l'ionlsation que celle de la partie de liaison 80, 
comme cela a 6t6 decrit preceoemment. 

Ainsi on pent empecher la reaction de pile loca- 
15 le, qui est provoquee par la difference des tendances a 
l'ionlsation pendanj: une seconde oxydation del- aluminium 
decrite ci-apres, de maniere a obtenir une pellicule d' 
oxyde d'aluminium possedant une excellente gualite et une 
epaisseur uniforme. Conformement a la presente invention, 
la phase de liaison du fil que 1'on vient de decrire, est 
effectuee au niveau.de la portion dans laquelle le plot 
de liaison 28 possede la structure empilee, comme repre- 
sent sur la figure 2, c'est-a-dire au-dessus du trou de 
contact 32. En outre il est souhaitable que la phase ope- 
ratoire de liaison soit ef fectuee de telle maniere que 
la surface liee ou soudee du fil de liaison recouvre la 
surface incluant le trou de contact 32. En se reportant 
aux figures 1, 3P et 4, on pent comprendre clairement !• 
etat de liaison ou de connexion du fil. " 

Ensuite, comme represents sur la figure 3F, on 
effectue une seconde oxydation de 1 • aluminium de manie- 
re k former les couches d 'oxyde d'aluminium 12, 13 et 
14. Tout d'abord, les pellicules d'oxyde d'aluminium 
remarquablement minces, qui se ferment naturellement sur 
la surface a nu de la partie de liaison 80, sur la sur- 
face du fii en aluminium 10 et sur la pellicule d'alumi- 
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nium ddposee en phase vapeur 11 (au sujet de laquelle on 
se reportera a la figure 1) sur le cbnducteur exterieur a 
la figure 3F, sent eliminees a titre de pretraitement 
avant 1'oxydation de 1 'aluminium. Au cburs de ce trai- 
tement, on immerge ces surfaces dans de 1'oxyde oxaligue 
par exemple, de manlere gu'elles soient attaquees par 
corrosion. Ce pretraitement permet de rendre dense la 
pellicule d'oxyde d'aluminium, qui sera formee ulte- 
rieurement, et de former une pellicule poss^dant une ' 
epaisseur uniforme. Ensuite, on effectue la seconde oxy- 
dation del* aluminium en placant completement le cadre 
de montage, auquel les petites pastilles sont fixees,dans 
une atmosphere a la temperature de 120»C et sous une 
pression de vapeur de 2.i0 5 Pa. La surface a nu de la par- 
tie de liaison 81, la surface du fil d 'aluminium 10 et 
la pellicule d' aluminium deposfie en phase vapeur 11 sur 
le conducteur exterieur a la figure sont oxydees, de 
manlere a former les pellicules d'oxyde d 'aluminium 12, 
13 et 14. Ges pellicules d'oxyde d' aluminium sont cons- 
tituees essentiellement par du A1 2 0 3 . Les pellicules d» 
oxyde d' aluminium 12, 13 et 14 reagissent a la maniere 
de pellicules protectrices en vue d'empecher toute cor- 
rosion de la partie de liaison 80, du fil d 'aluminium 
10, de la pellicule d' aluminium deposde en phase vapeur 11 
sur le conducteur exterieur a la figure. En outre on rea- 
lise les pellicules d'oxyde d'aluminium 12, 13 et 14 de 
maniere a ce qu'elles soient fusionnees non seulement 
entre elles, mais e*galement avec la pellicule d'oxyde 
d'aluminium situee au-dessous de la pellicule de passi- 
vation finale et qui a de ja 6t6 f ofm6e par la premiere 
oxydatlon de 1' aluminium, de telle sorte que 1'on peut 
obtenir un effet intense en vue d'empecher la corrosion, 
comme cela sera decrit ci-apres. 

La presente invention est caractdris^e par le 
fait que tous les conducteurs sont coUrt-circuites au 
moyen d'une partie de court-circuit 34, comme cela est 
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represents sur la figure 4, lorsque cette seconde oxyda- 
tion de 1' aluminium doit etre effectiide. 

L'auteur de la presente invention a etudie les 
causes a la base de 1'impossibilite de former efficace- 
ment une pellicule d'oxyde d' aluminium possedant une 
excellente resistance a la corrosion et one epaisseur 
nnif orme et a trouve que ces causes resident dans la 
reaction de pile qui est etablie localement au voisina- 
ge de la partie oxydee lorsque la surface du materiau . 
a base d' aluminium est oxydee de maniere a former la pel- 
licule d'oxyde d' aluminium. Conformement aux resultats 
des etudes effectuees par Hauteur de la presente inven- 
tion, il a egalement 6t6 etabli que l'une des causes de 
cette reaction de pile locale resulte du fait que le 
15 potentiel present au niveau des plots respectifs et des 
conducteurs respectifs de liaison different de differen- 
ces de potentiel au niveau des jonctlons PN dans le sub- 
strat semiconducteur et de differences de potentiel de 
contact au niveau des parties reliant les regions semi- 
20 conductrices et les couches de cablage en aluminium. 

La somme algebrique des differences de potentiel au ni- 
veau des jonctions m et des differences de potentiel 
de contact au niveau des parties reliant les regions 
semiconductrices respectlves et les couches de cablage 
25 en aluminimum apparaissent en tant que differences de 
potentiel relatives des plots de liaison respectifs. 
Etant donne que les conditions de liaison ou de fixation 
sont communes pour tous les conducteurs, les differences 
de potentiel des plots de liaison deviennent, quand elles 
30 existent, les differences de potentiel relatives entre 
les conducteurs respectifs. Si a ce stade, la micropla- 
quette est placee dans une atmosphere humide , la diffe- 
rence de potentiel entre les conducteurs et l'humidite 
presente dans 1 'atmosphere agissent d'une facon corres- 
pondant a la difference de potentiel de contact entre 
les deux substances d'une pile et. un soivant, ce qui 
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sur 1 'ensemble de la surface, 11 est possible de former 
une excellent* pellicule d'oxyde posseoant une epaisseur 
uniforme. De plus etant donne que l'on peut rendre uni- 
forme l- epaisseur de la pellicule, ccntrairement a l'art 
anterieur,.. ceci obvie a 1' Inconvenient selon lequel une 
autre rdgion possederait une pellicule d'une epaisseur 
plus lmportante que ceUe reguise pour obtenir 1" Epais- 
seur necessaire, de sorte que l'oxydation de l*aluminium 
peut gtre realisee de facon efficace. 

Ensuite cn enrobe 1' ensemble de la structure dans 
la resine 31 et l'on ^limine ulterieurement par decou- 
page la. partie de court-circuit 34 de maniere a donner 
la forme desiree aux conducteurs 4. 

Ensuite, ccmme represents sur la figure 5, on 
lmmerge le dispositif a semiconducteurs enrcbe dans la re- 
sine par exemple dans une solution d'acide sulfurique 
(H 2 S0 4 ) de maniere a Sliminer la pellicule d'bxyde des 
surfaces des conducteurs 4. De facon plus specif ique, 
la pellicule d'oxyde indesirable, qui est formee sur les 
surfaces des conducteurs de 1'alliage "42" (ou du cuivre 
ou bronze) extant donne que le fait que les conducteurs 
ont e*te maintenus dans une atmosphere humide pour l'oxy- 
dation de 1* aluminium, est 61Jjnin6e exclusivement 
et localemertmoyennant 1' utilisation de la difference 
25 existant entre les propriety de la pellicule d'oxyde d> 
aluminium et de la pellicule d'oxyde indesirable. A cet 
effet, on utilise la solution d'acide sulfurique en tant 
que solution qui n'est pas appliquee a la pellicule d' 
oxyde d» aluminium, mais est active pour Sliminer par at- 
taque chimique uniquement la pellicule d'oxyde indesira- 
ble, de sorte que cette dernifere est £liminee des conduc- 
teurs 4 lorsque l'on lmmerge cesrferniers dans cette solu- 
tion pendant une duree d' environ 5 minutes. Meme si, a 
ce moment la, la solution d'acide sulfurique pdnfetre a 
l'interieur de la rdsine, la pellicule d 'aluminium depo- 
sed en phase vapeur, le fil d 'aluminium t le plot de 
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liaison sont proteges par la couche d'oxyde d 'aluminium 
de sorte que ces dements ne subissent pas la moindre 
influence. 

Ainsi on peut eiiminer la pellicule d'oxyde, qui 
5 a 6t6 formee sur les surfaces des conducteurs pendant 1' 
oxydation de 1 • aluminium , apres la phase operatoire d'en- 
robage avec la resine, en utilisant la difference de 
ces proprietes par rapport a la pellicule d'oxyde d'a- 
luminium. Par consequent au moins cette pellicule d'oxy- 
0 de situee ' sur les surfaces des conducteurs, qui est ex- 
posee a 1' atmosphere exterieure, peut etre completement * 
eiiminee, ce qui met a nu les surfaces propres des con- 
ducteurs par rapport a 1' atmosphere exterieure. II en 
resulte que les connexions eiectriques peuvent etre raain- 
5 tenues a un excellent niveau, ce qui accroit la fiabili- 
te du circuit ihtegre. D' autre part, dans le cas ou les 
surfaces des conducteurs doivent etre recouvertes par des 
couches de soudure lors de la phase operatoire de soudage, 
on peut effectuer 1 'operation de soudage d'une maniere 
0 satisfaisante, sans soumettre, d'une maniere compliquee, 
les conducteurs au traitement de surface mis en jeu pour 
1 'operation de soudage. 

La presente invention n'est pas limitee a l'exem- 
ple de realisation que l'on vient de decrire. Par exemple, 
avant que la microplaquette soit emxfcee dans une resine, 
elle peut Stre prealablement recouverte d'une resine de 
fond ou formant sous-couche souple, telle que la resine 
connue dans le commerce sous 1' appellation RTV-11. Alors 
il est possible d'empecher toute rupture des fils d'alu- 
minium sous l'effet de la contrainte de raoulage et toute 
separation de la resine et des fils d> aluminium pouvanti. 
permettre a l'humidite d'atteindre les pastilles ei«Smen- 
talres. 11 est egalement possible d'ameiiorer la resis- 
tance a l'humidite. 

En outre la presente invention peut etre appliquee 
aux boi tiers autres que ceux du type enrobes dans la resi- 
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ne, a savoir des bbitlers du type ceramique ou du 
verre, de sorte que le cout peut etre reduit, moyennaht 
une f iabilite elevee, et ce tout en conservant les carac- 
teristlques des bottlers respectifs. 
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REVENDICATrOMS 
1. Dispositif a semiconducteuecaracterise en ce 
Tut t^T^tT SUbStrat 8e » ico ^teur (1, dans iequel 
5 de ™/ 16Bent de et qui contient «n plat 

fL, , (28, ' di ^ s - pellicula isolante JsT 

fomee sur la face prlncipale du substrat et qui est 

llnT™ !T ^ 1,alUminlum tenant un addltif metal- 
teTir: i a - nt , Une * V*H*I«, un conduc- 

(D, un fii de i iaison (10J constitu ^ en alum±nium 
dont une extre»lte est raceordeaau plot de liaison (28), 

iTLi ^ dU fU de liaiso » «°> untenant 

15 constl! ** 1,additlf m6talli ^ e <* I'aluminium 

15 constituent le plot de liaison, et one pellicule d'oxyde 

d'aluminium (12,13) formee a la fois sur la surfaced 

(28), qui est exposee a 1 'atmosphere exterieure a partir 
de la partie du plot de liaison (28) relide au fil de 
!0 liaison (10). 

A4 ' 2 * Di8 P° slt if * semiconducteurs selon la reven- 
dication 1, caracterise en ce que 1'additif metallique - 
du plot de liaison (28) est du cuivre. 

3. Precede de fabrication d'un dispositif a se- 

5 »icond«cteurs,caracterise en ce qu'ii comprend la phase 
operatoire a la fois de preparation d'un substrat semi- 
conducteur (1) dans Iequel est forme un element de cir- 
cuit et qui comporte plusieurs plots de liaison (28) 
realises sur une pellicule. isolante (6) sur la face prin- 

0 cipale du substrat et constitues par de I'aluminium, et 
plusieurs conducteurs (4) disposes de maniere a deter- 
miner au voisinage du substrat semiconducteur (1) e t a 
corresponds auxdlts plots de liaison (28), la phase 
operatoire de raccordement des plots de liaison (28) et 
des conducteurs correspondants (4) au moyen de fils (10) 
Valises en aluminium, et la phase operatoire de format 
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tto, ae pelUcuUa a-osyae. a-alualM. (12 , 13) ^ u> 
spaces ^ £Us ae lulsoD „o> .t ae. plot8 a . 

5 putseent 6tM 4 m itoiti J» - "» 

4. Kroceae ae fabrication a>u» aispositlf a ae- 

ae ^ " ° Utee 13 PhaSe °^ rat °ire d'enroba- 

ge dudit substrat se*iconducteur (1, at d'une partieles- 

opdratolre d' elimination des pellicules d'oxyde (13, des 
surfaces desdits conducteurs (4). 

ce oo.li 5 : D1S r ±tlf * Semiconducteu «^aracteri se en .' 
ce qu il coaporte una premiere couche conductrice (6) for- 
»ee sur une premiere pellicule isolante (5) dlJsie snr 
on substrat semiconducteur f 1 . , *Lsposee sur 

lante 171 a co «^cteur (1 ) , une seconde pellicule iso- 

P^sedant " ^ ^ «*• conductrice (6, et 

posseaant un trou de confanf /mi ' 

exterieure une partTeT^ * 1'atmosphere 

161 m T 6 la couche conductrice 

a^T " C ° aCbe COnductric * C81) constitute en 

aluminum et formee sur la seco.de pellicule isolante 
(7) et servant a recouvrir la partie de la premiere cou- 
che conductrice (6, et ^ eposes a V*J£ZTJ£ 

?u dUdit *~ contact (32^ - 

«n fil^e liaison (10) raccorde a la seconde couche 
conductrice (80,81) de maniere a recouvrir le trou 

o*yde d'aluminium et for.ee sur la partie de ifsu^ace 
de la seconde couche conductrice (81, autre que 
tie de la surface de cette derniere, a laquelle le fil 
ae liaison (10) est raccorde. 

cation , 6 ' D±SPOSitif h ^condncteurs selon la revendi- 
cation 5, caracterise en ce que le «i n 4 , 

. > . que XB fil de liaison (10) 

Diepoaltif J soelooeaucteare eeloa 1-aae quel- 
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conque des revendications Set 6, caracterise" en ce que 
la premiere couche conductrice (6) est realisee en alu- 
minium. 

8. Vxoc6d6 de fabrication d f un dispositif h 
semiconducteurs, caract£rfs£ en ce qu'il comprend le 
phase op^ratoire de formation d'une premifere couche con- 
ductrice (6) sur une premifere couche isolante (5) au- 
dessus d'un substrat semiconducteur (1>, la phase opS- 
ratoire consistant k former sur la premiere couche con- 
ductrice (6) urie seconde pellicule isolante (7) qui pos- 
sfede un trou de contact (32) servant k exposer h 1' atmo- 
sphere ext^rieure une partie de la premifere couche condu- 
trice, la phase op£ratoire de formation d'une seconde 
couche conductrice (80) dans le trou (32) et sur la 
seconde pellicule isolante (7) , la phase opgratoire de 
raccordement d'un fil de liaison (10) & la seconde cou- 
che conductrice (80) de manifcre A recouvrir de trou de 
contact (32) et la phase op&ratoire de formation d'une 
pellicule (91) d* aluminium sur la partie de la surface 

de la seconde couche conductrice (80) autre que la par- 
tie de la surface de cette couche, h laquelle est rac- 
cordS le fil de liaison (10). 

9. Proc£d£ de fabrication d'un dispositif & se- 
miconducteur selon la revendication 8, caract£ris6 en 
ce que le fil de liaison (1 0). est rSalisS en aluminium 
et qu'on amgnage sur sa surface une pellicule d'oxyde d 1 
aluminium (13) en m@me temps qu'est mise en oeuvre la 
phase op£ratoire de formation de la pellicule d'bxyde d f 
aluminium (12) sur la seconde couche conductrice (7). 

10. Dispositif & semiconducteurs r caractdris6 en 
ce qu'il comporte une couche d' aluminium (6) formte sur 
une premifere pellicule isolante (5) disposSe sur un 
substrat semiconducteur (1), une pellicule d'oxyde d f 
aluminium forraSe k la surface de la couche d» aluminium 
(6) , une seconde pellicule isolante (7) formSe sur ladi- 
te pellicule d'6xyde d' aluminium, un trou (32) fonru* 
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dans la pellicule d'oxyde d'aluminium et dans la seconde 
pellicule isolante (7) de maniere a exposer a 1' atmosphere 
exterieure la partle de la couche d' aluminum qui doit Stre 
munie d'un plot de liaison (28), un fil de liaison (10) 
5 dont une partie est raccord^e a la couche d'aluminium qui 
est mise a nu a travers ledit trou, une pellicule d'oxyde 
d'aluminium (90) form^e sur la partie de la surface de la 
couche d'aluminium (6), qui est mise a nu par l'interme- 
diaire dudit trou autour de la partie ,reliee du fil de 
10 liaison (10). 

11. Dispositif a semiconducteurs selon la reven- 
dication 10, caracterise en ce que le fil de liaison (10) 
est en aluminum et que sur sa surface est menagee une pel- 
licule d'oxyde d'aluminium (13). 

12. Procedd de fabrication d'un dispositif a se- 
miconducteurs, caracterise en ce qu'il comprend la phase 
operatoire de formation d'une couche de cSblage (81) et 
d'un plot de liaison (28) qui sont constitues en alu- 
minium, sur une premiere pellicule isolante (5) au- 
dessus d'un substrat semiconducteur (1) , la phase opera- 
toire de formation d'une pellicule d'oxyde d'aluminium 
(90,91) sur les surfaces de la couche de cdblaqe (81) 

et du plot de liaison (28), qui ne sont pas en contact 
avec la premiere pellicule isolante, la phase operatoire 

25 consistant a former sur ladite pellicule d'oxyde d'alu- 
minium (90,91) une seconde pellicule isolante (12) en 
vue de recouvrir le substrat semiconducteur (1), la 
phase operatoire d 'elimination locale de la pellicule d» 
oxyde d'aluminium et de la seconde pellicule isolante 

30 (12) de maniere a exposer a 1' atmosphere exterieure une 
partie de la surface du plot de liaison (28) , la phase 
operatoire de fixation d'un fil (10) a une surface a nu 
du plot de liaison (28), et la phase operatoire de forma- 
tion d'une pellicule d'oxyde d'aluminiun (13) sur la par- 

35 tie de la surface a nu du plot de liaison (28) , autre 
que la partie de la surface a laquelle le fil est fixe. 
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conducted JT , "' btleM1 °» «•«■> ****Ut k sen-i- 

"^rr"* "-^ ~ 

a W la mlse 611 oeuvre de la phase od«s- 

™£ !T\ *" la 8 " face 1 »» * Plot de w*- 

M. Dispositif 4 se»iconaocte»r Solon x-un. a™,. 
Conine ae. reactions 5, ,, 10 , et 
rise en ce ,ue le ..^^ „, «. 
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